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A process is disclosed fer producing a a^jioerystallirje silicon layer separated bv an embedded insulating layer i>om an 
underlying silicon sufeirate, Besides the process steps carried out in a SIMOX process wnicb lead to a SIMOX wafer strociure 
wuh an embedded SJMGX oxide layer and an overlying silicon layer, the following steps are provided: generating a dreleetne 
iayer on the 3XMGX silicon wafer md/m a silicon siibstf ate wafer, wafer bonding these wafers so tnev are bonded to each other 
by tbeir front sides; applying an etcaing protection kyer on the silicon substrate wafer and etching the bade of the SIMOX sili- 
eon wafer down to the embedded SIMOX oxide layer. 



Es wird em Verfanren mm Herstellerj einer rnanokri die durch cine yergnibene Isola- 

torscbicbt^^ gettenrit 1st Zusatzlich m den bei einern SIMOX^rMre^ eingesetzten 

Verfa^rensscliritten, die zu einer SIMQX^ Waferstrnkttai' rnit einer vergrabenen SI MOX^Oxidscnicbt nnd einer dariiberliegenden 
SdiziumscnicJ^ fuhren, skid erflndungsgemaG. folgende Scbritte vorgese^eni Breeugen einer Dieiektrtomsohicht auf dem SI- 
MOX^Sdiziuenwafer und/oder einem Silizium-Tra>rwafei- f Waferbonden dieser Wafer derari 5 da& sie an ihren ^ 
emander verbtfiiden werden s Aufbrmgea einer Azsehutzschient a*if den Silizlumtragerwafer und rackseitises Atzen des SIMOX 
Silimimw^^ 
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yerfahreji zuia Serstellen einer monakr istallineH 
Siliziuaiscbicbfe auf eineia ?ergrabenea aielektrikum 



Besehreibuna 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfabren zvm Her- 
stellen einer monokristallinen SiliziuiEschicht , die durcb 
eine vergrabene Isolatorschiebt von einem darunterXiegenden 
SiliziuKisubstrat getrennt ist. 

Fur viele Anwandungs falls bei der Fertigung el ektroni sober 
Elements und Insbesandere bei der Herstellujig integrierter 
Scbaltungen 1st es erfbrderlieb oder vorteilbaf t, diese EXe- 
mente oder Scbaltungen in monokristaXlinen Siliziuiascbicbten 
auszubilden, die durcb einen vergrabenen Isolator von dem 
darunterliegenden silisitiintragermaterlal getrennt sind. Vor- 
aussetzung fur die Fertigung derartiger Elemente oder Scbal- 
tungen 1st die Herstellung von SubstratEiaterialien, die eine 
monokristalline Siliziumsebicbt und eine vergrabene Xsola- 
torscbicht uiafassen, wobei die vergrabenen Isolatorscbicbt 
die Siliziuinschicht von einero unter der Isolators cbicbt 
liegenden Siliziuffisubstrat trennt. 

Es sind bereits mehrere Ansatze fiir derartige vetfabran aus 
der Literatur bekabnt, die unter dea Segriff "SQI-Teobnolo- 
gien" (Silicon-Qn-Insulator) zusaBuaengef aBt warden. 

Eines dieser Verfabren 1st das ZME-Verf abren (Sone Melt 
Pecrystai ligation) das in folgender Literaturstelle be- 
schrieben ist: A. Kakagawa. Impact of dielectric isolation 
technology on power ICs. 1SPSD, Seiten 16 bis 21, 1991. 

Ein weiteres derartiges Verf abren ist das sogenannte SIMOX- 
Verf abren, das aus vielen Literaturstellen und Batentverof- 
f entiicbungen bekannt ist . Nur beispielsweise wird yerviesen 
auf M. a. Giaerra. The status of siMOX technology, d. N. 
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3cb:midt : f Herat*sgefeer , SiliGon-on-XnsulatQr ^ecbnology and 
Devices, Band 90-6 r Saltan 21 bis 47, Tbe mectrocbemlcal 
S Gaiety > Ina + r 19 9 0 * 

Als drltfees Var£ahrarr r welches ssan zu den SPl-^ea&iiGlDgian 
reebnet, sei das Wa£er~Bonding^¥erf alar en gexiannt. Dieses 1st 
untar anderem axis folgender ILiteratursteXle beJcannt : «L F, 
Mascara* Silicon- on-Xiisxilator by Waf er Bonding: A review* 
Blecrtrcjabara* Sqo., 138:341 bis 347, 1991* 

aiigesiein 1st es ans der loiter atur ba&axmt, da& ledigXlcb 
die beiden latsrtgenannten Verfabran die Her stalling prodiik- 
fcionst:aiaglictier SOI— Substrate erlatxben* Bei dam urrter der 
Bezeleiiming SIMOX beJcannt en "tferf abren wxrd in einem ersten 
Sobritt eine bobe Dosis Saiierstoff ionen in das SilisitmiB'aJb- 
strat implantlert, Dar implantiarta Samerstoff reagiert mit 
dem Subatrat zu einer vargrabenen Sillziumdio^ In 
einam na.cb£dlgenden Bo^fceimpera^ warden die naeh 

dar Implant atlon ^erbllebaneii Kristallscbadigungen au&ge- 
beilfc- Burcb cbami&cbe Segregation bllden sicb scbarfe 
Qranzflacban zwiscban dam -v-ergrabenen Isolator und dam ibn 
imgebenden Silizium* 

Dar wiebtigsfce Vorteil dieses Varfabrens bestebt dar in f daB 
die Diclce dess sillziximfilmes extrem gleictmaBig 1st und 
durcb die Wabl dar lanananergie oder dnrcb nacbf olgende& 
epitalcfcisciies Mx£wa.dtm an \ron Silizitm swiecban etwa 50 $wt 
und wenigen 10 tm sahr ganau eingastallt cardan Jcann* Die 
Hatipt^acbtaila dieses ¥er£abren& liegen jedocb In der Not*- 
wendlg&elt sebr beber XHiplantatiorisdQsen sowia in dan daffilt 
^erbundanen hoben Kasten eowie in der praktiscben und pbysi- 
Jcallsaben Bescbranlcung dar ma^ciiaalen Oxiddicke auf etotfa 0^5 

Bel dem Wa^er-Eondlng--Varfabran feann die Dberiflacha elnes 
Waf ers zunScbst tbermlsch ©xidlert warden oder es kann eine 
dielektrisebe Bchlcbt auf dam Wafer abgescbieden cardan. Bin 
gaiter Waf er teird in gialcher Weise bebandalt oder aber un- 
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behande.lt beiassan. Die Oberf lSchen der beiden Waf er werden 
nach einer Bydrophilisierung in Kontakt miteinander ge- 
bracht, woraufhin die durch Wassarstoffbriicken leicht anein- 
ander haftenden Wafer in einem nacbf olgenden ^einperungs- 
scbritt unloslich laiteinander verbunden werden. AnschlieBend 
vrird einer der beiden Wafer von seiner ursprungiichen Dicke, 
die uberlicherweise einige 100 Mm betragt, auf das gewunsch^ 
te MaB gediinnt. Dies geschieht entweder durch Schlelfen Oder' 
durch FQlieren Oder durcb cbemiscbes Itzen sowie auch durch 
Koatbinabionen dieser Dunnverf ahren . 

Xm tails des Schleifens vird der ProzeS durah aufvendige 
MeSverf ahren kontr oi 1 iert . 

Bei chemischen Atzverf ahren zum Diinnen eines der beiden 
Wafer bei dera Wafet-Bonding-Verf ahren warden einerseits aus- 
schlieBlich zeitbestijfffiite Prozesse und andererseits Afcz- 
stoppverfahren verwendet. In dem letztgenannten Fall wird 
bereits vor dem Bonden in einen der beiden Waf er ein Atz- 
stopp eingebracht, der die, cbemische Heafcbion bei dem ruck- 
seitigen Dunnungsatzen heiamt. In diesem Fall wird die 
Schichtdicke der isolierten Siliaimascbicbt durch die Tiefe 
bestimmt, in der die AtzstoppschiGht in den diinnzuStzenden 
Wafer eingebracht 1st. 

Tm 2msammenhang mit derartigen Wafer-Bonding-Verfabren sind 
folgende Verfahren zur Herstellung der beschriebenen, ver- 
grabenen Atzstoppschiebten bekannt. 

Aus der ^iterabiarsbelle V, l,ebinann> K. Mitani, D, Feijdo und 
G. Gosele, implanted carbon: An effective etch-stop in 
silicon. J . Electrocbem. Soc. , 138:1,3 bis L4 , 2.991 ist die 
Hochdosis implantation von Bor und Kohlenstof f zu entnehmen. 

Die Hochdosisimpiantation von Germanium sowie apitaktisch 
aufgewachsenen Germaniumschichten sowie im Falle elektroche- 
mischer At sverf ahren die Verwendiing gesperrter pn-Ubergange 
als Atzstopp sind aus folgender Xiteraturstelle zu entneh- 
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men: D. 2+ G'qSbey^ M* E> Twigg, H r L, Hug&^s> X* «3Y Paicuti, 
P. XiBonow tind J* Wang* fabrication of bond and eteb~bac3c 
silicon on insulator using a strained Si Q ? Ge 0 3 layer as an 
efcph^si^djp , J , Electrocbeoru Soc- r 137: 3219-3223, 199CK 

Biesen be&aanfcen Wafer-Bonding^erf abren ? die slab ^ergrabe- 
ner Mssfcoppsc^iGkt:en bedienen r ist jedocb die geringe Sa- 
lektiiritat zwiseben dem zn ItEenden Siliziim mid den r &k%~ 
stoppscbiobten gemeinsamv worams ein nur geringer aieiafo- 
maBigJc^itsgxad <3fe^ srzetxgten Silisiiraf iliadicke rasulM^rt* 
In der praJctisciiexi jy^wendung der saeben be&sbrieb^nen 
Waf er-Bondimg~Ver£ abren fcrat neben dem Frpfolem der schiech- 
ten GleicbiaaSigkeit der SilizitHufilmdicke auch das Problem 
3Mf r daB sich geringere Scaiiciitdickerj als ea* 1 jtm unter 
Produfcfcionsb^ nicbt f ertigen lie&en , 

Aus der Xtitera1^urs1:ella C. Haren&t et al, r Silicon-Qn-Jnsti^ 
la-tor Films obtained fay etcb-back of bonded wafers f J. Elec- 
trocbesu Sao* , Band 13 6 > Miam^er 11, Ho^Mber iSSS, Seiten 
3547 bis 3548 ist ein weitieres Wafer-Bonding-Verf abren foe- 
kannt, bei dem zur Herstiilung eines doppelten l^tssfcopp 2ti- 
nacbst eine Boriii^iaiitation vargenammen wird, woranfbiri eine 
niedrigdotierte epita^ciale Sohicbt von ge^n&cbtar Drake auf 
der vargrabenen SG^icJrfc aufgewaobsen wird- Naob dem Ersreugexi 
d&nner Oxidsc^iobten amf balden Wafern wird ein Wafer-Bon- 
ding dixrctogef iibrt . Aucb bier tret en die soeben bescbriebenen 
Sobwier igkeiten auf , die sich aus der geringen Selekfci^itat 
der ctarcb Bor gebildsten Itzstoppscbicbt ergefoen. 

Axis der Facb^eroff entlicfeung A. Soderbarg, Investigation of 
btiried etcb-stop layer in silicon Bade by nitrogen implan- 
tation, J. EleatroobeEi* Soc . , Band 139 , Nintmier 2 f Seiten 561 
bis 566 1st ein Verf abren bekannt, bei dem ein Wafer nacb 
Stic^stoffir^lantation durch anodisabes Bonden mif einen 
Giastrager aufgebracbt wird und riickseitig bis zu der so 
dmrob die iBplantierte Sticicstof f scbicbt gebildsten Itz~ 
stoppsobiobt freigeatzt wird, Durch die stickstaf f isiplanta- 
tion kommt es zu einer scblecbten Kristallquaiitat der Sili- 
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zii^se^icfet* Eine Tsraperung bei holier Temper atur zvm Ausbei- 
len der Siiizditiffi^cfaicbt kosnmt bei dieser Technik niclit in 
Betracfct, da in diesem Fall die At-zstop^i^ktrng der implan- 
feierten SticksfeoffB verloren ginge, Aut grimd der scblecbten 
A-tss-boppwirkung dar vergrabanen Stic&stqf £ sefticlit and der 
sicb ergebenden schlechten Kristallqualitat hat dieses Ver~ 
f abren fcainen Bingang in die Praxis gefunderu 

Angesiehts; des oben eirlauterten Standes der Tegbnik wahlte 
der Faebmann in der Vergangenheit zur Her sfcel lung einer 
raonakr x st- a 1 linen S i 1 i z i tim&cbi oh t au f e Anem ver gr abenen 
Dielektrikum dafaer entweder das SIMOX-Verf abren, wenn eine 
gleidhmafiige, genau eibstellbare Slli2iumriim<iioke fiir den 
ge*mns£bten Anwendungsf all erforderiicb 1st: und die suit die- 
Bern *^r£abren verbiindenen hoben Kosten atifgrimd der erfor- 
der lichen boben lictplaritationsd.osen sowie die Beschrankung 
mxf maxima le OxidsGliicittdicken von 0,5 $im bingenommen warden 
kcmnten* 

Wenn eine geringe Homogenitat der SiliEiim^aMchtdioke das 
Silisiumf ilines bingenQjnraen warden konnte umd ein geringer 
lnYesfeitionsaii£wand oder eine babe Kristallquaiitlit der 
Silixiamdecksahicht im Vordergrtrnd stand, woxrde stattdessen 
das Waf er-Bonding^erf aliren eingesetzt 

Ausgettend von dieses Stand der Tecbnik liegt der Erf ind^ng 
daher ^i* Aufigabe sugrunde, eii* Verfabren mm Hersfeellen 
monokristal liner SiliEimEt&cixiciiteB ansugeben, das ■ zu einer 
bofaen GleicfemaBigkeit der Dicke des erzeugten Sili^iomfilmes 
fiihrt, Hiit d&m eine babe KristallgymlitSt der Siliziw- 
sebictat erreicbt wird und mit dem vergrabene Isolatarschidb- 
ten erseugbar sind , deren Dicke nicht auf die mit SXMOX-^er~ 
fabren ersielbare G&iddicke besciarankt is't, 

Oiese Atifgabe wird durcb ein Verfabren gemaB Pafcentanapruob 
1 galoot* 
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B6?«e»3fczug*e Wei tier bildiingen dies erfindtingsgemaBen Verfaftrens 
sind in dan tlnt;eranspriiaheix angageben, 

Nachfolgend wird ein bevorsugtes Axisfiiiir^ das er- 

findungsgemS&en Verfaiiireiis MUxer errlaufcert. ^asgangspmiJct 
des e^in^ngsgemaBen ^erfabrens sind zwei Silisi;mtiwa£er ». 
Axis einem der beiden Silxziltimwaf er wird sutiidhst: miter An~ 
wendung des SJMDX-^arf ahrans ein SIMGX-Silisiimwafex er- 
seijtgt:, Hierfaei wird snna^iisi: dtircja Hac^dosis-^ 
plaiifcafeioii eine vergrabene SIMOX-O^idscdiiotit gebildei, diarcli 
die eine sxliBiiimsahiaht g&geixuber dem SiliEiiamsiibst:rat dess 
SIMDX-Waf era gefcremrt: wird, 

Soweit dies gewtinschl- ±s1t r Kaxin anscblieBend die Diofca der 
Sili2ii33ESciiic&fc dureb an sieb bekanrrte Ver£afrren rediaziert 
Oder ^ergroBert werdeii. B&ispielsweise kossmfc es in Betracbt, 
die SiliEitmsaliiGht: egdfcaJctisebes Jtofwacbseri zu ver- 

sfcaxfcexi, Haeb Jmsbildung der SXMDX-Q^idscliicirfc wird die Si- 
lisiumschicht des SIMOX-Siiiziiimwafer durcb Tempering aus- 
gefeeii-fc> VbrsJiigswaise erfqlgt dies bei <remperatiiren gwischen 
700* G nnd 1412° C bei ein&r patter zwisclien dr&iSig Mintxten 
nrtd 15 Stimaen, 

2ur Erseugung der spatieren Isoia-fceorsctiiclrt warden mmrnebr 
exrfcweder der SiM>X~Sil^ Oder der andere TSaf©r ; der 

mclifolge&d al£ Trlgerwafer beseictinefc warden soil, oder 
fceide Waf er t:heriaiscb o^idiert und/oder mit eines: &bscfeei~ 
dmig eities Dieiefct:rilciims versehen. 

Jm dem Fall, in dem die BieleJcfcrikim^ aixf &m& *rrager~ 

wafer abgescbieden wird, wird es als be^orziagt angeseiien, 
diese mif ier gesasrfeen Qberflacbe des Tragerwaf ers zu er^en- 
gen. Bamx &ann sie, wie nocb naber erlgutert werden wird, 
mm Sczimtz des Tragerwaf ers gegen &2imirt:el ^erwendet: wer- 
den, 

Nunmeixr werden die ^arderseifcan des SIMOX-Silisitoswaf ers nnd 
des HJragerwafers miteinander in Konfeakt gebracbt, worattfJxin 
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sie in einem Temper safer itt unloslicb miteinander verbunden 
warden. Tvpischa Temperatuireh , die bei diesem 2*eiopersebritt 
eingesetzt werden, liegen lis Bereicfe yon 800° c bis 1.300° c. 

Soweit der Tragerwafer nicht bereits durob das ervabnte all- 
seitige Absoheiden ernes Dielektrxkmns geschutzt ist, vird 
nunmebr auf diesen eine Sqnutzscbicbt gegen beispielsweise 
aikaliscbe iktzmittel auf getragerii 

Die so zu einer einzigen Scheibe von ira wesentlichen doppel- 
ter Dick© miteinander verbundenen Wafer warden numnehr in 
einer alkalischen Losung geStzt, bis die cnemische Reaktion 
an der vergrabenen SIMQX-Dxidscfoicfet gebremst wird. 

Die nunmehr freiliegende STMOX-Qxidscbiebt wird vorzugsveise 
mittels FluBsaure entfernt, wodurcfe die im wesentlioben 
itEonokri stall ine Siliziumsohicbt freigeiegt wird. 

Die nunmehr freiliegende Oberflache ist die vorherige Grens- 
flacfae swiscben der Siliziumschicht und der nunmehr durch 
Xtzen entfemten SIMOX^Oxidschieht . %ur weiteren verbesse- 
rung der Qualittt dieser Oberf lache kann der gebondet© Wafer 
thermisch oxidxert und das entstehende Opferoxid anschlie- 
Bend naBchemiscb ahgeatzt warden. 

Alternativ kann man den Wafer aucfe chemisch und/oder mecha- 
nisch- polieren. 

Eine weitere Moglichkait, die sowohl zur Verbesserung der 
Oberflache als auch zur Reduktion der Kristallf eblerdichte 
der Siliziumschicht fiihrt, bestebt darin, -die erf drderliche 
Sauerstoffdosis bei der SIMOX-Sauerstoff implantation in se- 
quentieilen Taillmplantationen von f eildosen und ^einperumgen 
ein z ubr ingen , 

Bel dem erf indungsgemaBen Verf ahren konnen Implantationsdo- 
sen von !► 10* or* bis 3 • io.w cm'* angewendet werden. Es 
ist gemSB der Erfindung beispielsweise moglicfa, eine Implan- 
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tationsdosis won 4 - 10 17 cm~ z einaiasatzen., ma den Atzstopp zu 
er&exigen, Bei dieser Iinplanfcatioiisdosis , die ^eit urifesr den 
±mplaiitafcio^LSciosan li^en, die typisclierweise bei der SXMOX- 
TechnoXogia zur BrEe^gttng vergrabener, isoiierender Scbicb- 
ten eingesetst warden, wiri eine erbabXicba Kastenrediaktion 
bei gieicbseiter Vesrbesse^ung der gnalitlit der SiXisimrt*- 
schicbt erreicbt, 

Im Rabmeia des SXHDX-Teil^erfalir^ns wird die Tesrperung vor- 
sugsweise bei 700° C bis 1412* C mit einer Bailer van dreiBig 
Minuten bis 15 Sfcunden dixrc&gefubrt , Gegentiber den bei typi- 
scben SIlfOX^Tei^eruiigreii wr^endeten Tamper sttiaren yon ober- 
baXb 1300° £ bei Temperungsseiten von sesbs Stunden 1st da~ 
bar eine weitera Kos1:enredtJkt:ion ftoglxcb* 

Fur das rucks eitige Jtzen des SXI^X-SxiisxTxm^af ers Icann je>~ 
des j^smadii&n mit einer ausreicbeiiden Selekti^itat der ILts- 
rate gwiscben Sxlisimn tind Siliziimdioxid verwendet warden, 
BavorEiigt ist eine 20~pro^ent:ige KGH^L&sung bei SO* C. In 
diesem Fall 1st eine Dotierung von 1^8 * iQ m ctit 2 er f order- 
licfe* 

Mit deia erfindxmgsgesaaBen Verfabren xst as bei Kasteneinspa- 
rungan gegeniiber de^v SIMDX-^erf abren ;&6glicb r feoGbgualxtati- 
ve SiliExuisschicbten mit einer sebr homogenen Schichtdieke 
tmd einer im ^sentXicsben moiiolaristal linen Striaktur zvl er- 
aettgen, obne binsiebt Xicb der Dicks der vergrabenen Xsola- 
torscbicirfc Beschraiikungen iintairworf an zu sein* Bei dam er- 
find^ngsgeiaafian iTer^alir en warden daber die Vor tex la des 
SXMOX^erfabrens und des Waf erHBonding-^erf abrens koinbi- 
iiiert, ohne die Nachteile und Beschrankiingen dieser ¥er£ab~ 
ran Xixkatxf nefmen zu Bfissen, 
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Extent an st?r uch^ 



1* Verfahren sum HarsfcaXXan einer im w^serrtliahen monokri- 
s-talllnen SiXizimiisciiicht , die dmrch eine vergrabene 
I s p XafeoaS seOiichfe von eine^n d&rnntarl legendan £ iX iz imn- 
substrain gefcrennfe 1st:, salt folgenden Verf ahrens&cjxrifc- 
tan; 



— durch Saue:rsfe©^ to &&asen SI3vfDX-sili- 
Eiumwafer eina vergrakene SXMOX^Oxicischiclit gebil~ 
det wird, die eine Sllisii^cfeiciit: gagenubar dam 
Siliziimsxibstrai- das SIHO^Wafers ^ranrrfc, und 

— die Silizimaschiciit das SXMQX-SiXi^iu^af ers durcfa 
Tempsrung axisgeheiX* wird, 

dadurch ge3cexirtssiahnet r da£ das Verfahren 2um HarsfcaXXen 
dar wesenl: lichen moiiGkristal linen S i lia itunsGfticfet: 

farner £ olgende Verf ahrensscfaritte a^fweist : 

- Erzeugen einer OielefctiriJct^schiclit auf dar Vordarsaite 
das SIMQX~Sili2iOTwa£ers und/oder atif der Vorderseita 
eines Si iisiiim-Tragerwaf ers , 

- Waf ertoonden des SIMOX-Silizitiiwaf ers und das Silisimn- 
Tr ager^afar s f w si>ei 

— die Waf er mit i&ren Vordersaitan in Konfcakt: Bifeain- 
andar ge&raciit war dan, tind 



die Wafer durch einen YamperxingssGhritl: milosbar 
mitaiiiander varbunden warden , und 
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- rttolcseitiges JEtzeav des SIl^^ Bit: 

Silisium und SilisiTim^ -der dx^cR das Wafer- 

bonding mi* dem Sliizium~l?rSgerwaf er verbanden ist:, 
bis zn der vergrcabariaii SinDX^Oxidscfeicdife^ 

■2-, Ver-fafereii nacii Ansprueh I, gekermseicimat: dtircJx 

deti ^erfalir^nssciiritfe das AtifbriT^ens einer At^sc^uta- 
sc&ielifc auf d«sxi Slli^i^tragerwaf er vor dem V£r£ aforens- 
scbriirfc des riickseltigexi JLt,zesi& des SXMDX-Silizinm^a- 
fers- 

3 * Verfaliren xiacii imspruch 1 Oder 2, dadnrcfe gekermzeicii- 
daB die s:orax-03cM durcft KaJ^toei* exrt:f erxtt: wirci ♦ 

daB die Sim>X-Q>ciasc^iciit: dmrch &t z en mi-bteis FIxiBsatire 
eixt^rxvfc. wird, 

5 * Verfahreii naeii einem der jyaspriic&e 1 bis 4, dadureb ge~ 
Jceimzeicbnet , 

daB die DialeJctri^^schiahfc durcb thexmisefte oxidation 
der Vorderseifce des 3IM0X~Sili&i^ und/oder d;er 

Yarder^eifce des Silisima-^ geblXdet: 

C VerfaMrex* madi eijiein der JUispriidiie 1 bis 4 r dadurcfa ge^- 
kerunEeictaet t 

daB die Oieiektriiams^icbt dixrcb ein OTp-Verf atfar@xx auf 
der ^orderseite des SIKQX^Siii^ttJBswaf ears und/oder auf 
der borders© rfce des Si 1 izium-Tr agersmf er s abgeschieden 
wird. 
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1. Verfafcren nacb ^nsprach 6 r daduroh gekennzeichneb, 

da& die MelektrikumschiGbt auf der gesamben OberflaGbe 
des Tragerwafers abgescbieden vjrird und somit aucb die 
Ibzschubzschichb bi Met . 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche i bis ?, gekennzeich- 
net durch 

den Verfahrensschribb der Verandsrung der Dick© der Si- 
liziumscbicht nacfc dem Verfahrensschribb der Herstellung 
der vergrabenen SIKOX-oxidscbichb , 

9 . Verf ahren nacb einem der Anspriiche 1 bis 8, gekennzeich- 
neb durch 

den Verfabrenscbribt des bheritiischen Oxidierens der Si- 
liaiyjiiscbicbb und den Verf ahransschribb des anschlieBen- 
den naBcbemischen Abzens des thermischen oxids zum 
Zwecke der Reduction der Dicke der SilizitaraschiGhb. 

10. Verfahren nacb einem der Anspriiche 1 bis 8, gekennzeich- 
neb durcb ; 

den Verfahrensschribb des Abzens der monolcrisbailinen 
Silisinmscbicbt zum zwecke der Kedukbion der Schichb- 
dicke . 

11, Verfahren nacb einem der Anspriiche i bis 3, gekennzeich- 
neb durch 



den Verfahrensschribb des epibaktischen Aufwaebsens von 
Silizimn auf die SiliziumschiGht zum Zwecke der Srbobung 
ibrer Scbicbtdicke . 
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X2-, ^terf aiiran nach Mxiam der Anspx^e&e 1 Bis xx r dadiircii ge- 
Jcexinz axctoet: r 

ctaB das Xiap lankier en der SIMPX^QxIdscixicxit: mit Xinplanta- 
fcionsdaseil ^wischen x* 20 1 ? cm^ bis 3 io 1s cHf a diireh- 
gef ulxrt wird* 

13 , ^erfalaren xmch Aiispruek 12 , dadiarcft gekenn^eiciiriat. / 

daB die I!i3^1anfcatIcmsdosis im wasetvtlicKten 1,8 - 10 TS 
cm"* 2 faetragrt , 

14 , Verf ahreia rmoh extern der Jmsprfiobe 1 bis 13, dadurefa ge- 
Jcermz e ichnei: 

daB der Tempetrurifsschritt sum gweefte (ier Axisheilung der 
SxliziimsGhiciit: das SIMOX-SiXiBxmwaf ers foei Tei^erato- 
ren zwischeii 700° £ xmd 1412° C und faei einer Bauer £wx~ 
schen drexSig Hximfce*v Tind 15 Sfetmden dtirohgef iifart: ward * 

15 * Verf ahreiy nactt eijftem der Jmsprlic&a 1 bis 14 , dadurciv ge~ 

daB die Sauers-tof f xBplaixfcafcxon stir Ergeugung der -vergra- 
beuan SIHOX^^idsc^xch-t derail sequential! e IinplaTVtat;xo~ 
iimx ixrtd TajEtpenmgan von Teildosexi dmrafrgafifert wird, • 
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